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論文内容の要旨
半導体のバンドギャップ中に存在する界面準位は，学問的に興味深いばかりではなく，少量で半導体デバイスの特
性を大きく左右するため，工業的にも非常に重要であるo 本論文では，“バイアス電圧印加時の XP8 測定"という新
しい方法によって金属-酸化物一半導体 (M08) 構造の界面準位などの研究を行った。




ASGa アンチサイト欠陥の(++/+)遷移および (+/0) 選移に帰属されるふたつの界面準位ピークが観測され









M08 構造として利用できる可能性がある(第 5 章)。
論文審査の結果の要旨
L81 の高集積度化に伴い，ゲート酸化膜が薄膜化するとともに，半導体/酸化膜界面が益々重要な役割を果たす。
本研究では“バイアス電圧印加時の X線光電子スペクトルの測定"という新しい方法を用いて GaAs や 1nP と極薄酸
ハhu
化膜界面に存在する半導体のバンドギャップ内の界面準位のエネルギ一分布を求めている。観測された界面準位スペ









ドの有効相関エネルギーはO .1eV 程度と正の小さな値をもち， ダングリングボンドが不対電子をもっ原子と相互作用
すればミッドギャッフ。から価電子帯側へ，孤立電子対をもっ原子と相互作用すれば伝導帯側へシフトすることを見出
している。
以上のように本研究では半導体/極薄酸化膜界面の界面準位のエネルギ一分布を観測する方法を開発し， これを用
いて界面準位の原因を見出し， さらにシアン処理により界面制御することに成功し，また計算科学にも貢献しているO
本研究では，表面・界面化学，半導体物性学など広く基礎科学に貢献する発見がなされており，博士(理学)の学位
論文として十分価値があるものと認める o
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